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Schaltungschip mit Lichtschutz 

Ein Schaltungschip besroht aus eincm hafbleitonden 
Substrat mit einsr Vorderserta und einer Ruckseits, wobei 
In der Vorderseite eing fntegriarto SchaHxing definiert 1st. 
Auf der Vorderseite ist eine Lichtschutzschicht 2ummde5t 
Qber Bereiche^ in den aktive Elemente der integrterten 
Schaltung definiert &\rtd, vorgesehen, wobei die Licht- 
schutzschicht aue iVlatali, of nam Halbleit^rrmaterial, das 
einen ganngeren Bdndabstand ais Silizium aufweisT, oder 
einem hochlsitfahigen Silizid gabildat ist. Bei ainem 
Transpondermodul, boi derr^ ain Schaltungachip in eine 
Oberfl^che aines Isolationssubstrats aingefuhrt jst, auf 
der eine strutcturiarta MatalUsierung vorgesehen ist^ die 
aine Antenneneinrichtung definiert >3t die strukturierfe 
Matalilsierung dersrt ausgebfldet, dafi sie den Schaltung- 
schrp zumindest in Bereichen, in denon aktive Elementa 
der Integrierten Schaitung definiert sind, vollstfindig 
(jberiappt so dsil die Metallisierung ais Uchischutz- 
schicht wirksam fst. Somit ist ein uitraflacher Aufbau so- 
wohf das Schaltungschips a Is auch des Transpondemio- 
duis dureh dia Verwendung ainer Metal nsiarungsacttlcht 
als Lichtschutzschiclit mogfich. 
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ficschreibung 

Die vorliegende Erftndung bozieht sich auf einen Schal- 
rujigKchip, der eine T.ichLschubwchichl auf\veisr, unci inshe- 
sonderc eincn solchen Schallun^schip, dcr als exircin diin' ^ 
ner Schaliungscliip zur Verwcndung in clcktronischen Eri- 
kellen verwcndei werden kann. 

Abgcschcn von SolarzeJIcn odcrspczicilcn yensoren wer- 
dcti Halbleiicrbauclenienie, beispiClSWftixc integriertc 
Scbakungcn (IC'Ji), bis ituf wcnigc Ausnahinen, beispiels^ lO 
w^ise initteU ultraviolerieni Licbt lft?cbb«irv BPROMs, in 
optisch diclite <Tebause dngebauL Bci spczieilen Anwen- 
dungen, beisi>ielsweisc sogenannie Chip-On-Board-Tcchni- 
kcn^ die ebcrtfalls ungehauiiiij Chips vcrwondcn. wird die 
Oberfiachc durch optisch nichl iransparonie Kieber vor 15 
Lichlcinrall geschuiKU urn die ge\vun$chte Funlction slcher- 
Ziistei'len. 

Ein Lichtachuiz ist iillgctncin prl'ordcriich-, da die vcrwcn- 
detcn HalbTeilci- inulgrund dessen, daB absorbicrUiJi Lichi iiii 
lialblciler Landungsiragerpaarc errougl, lichlciiipfindlich 20 
sind, Bei SiliiciuiTi, dus eincn Bandabsland von 1,17 cV be- 
siizu setisL die.ser ProzeB derErzeugung von Ladungstrliger- 
paaren bei WeUcnlangen untertialb von elwa 1 prn cin. Dicac 
Ladungstrijgcrpaare wecden im Voluincn dcs Siliziumjt ge- 
ncden. und cJiiTundicnni, wobei sie ntbisi Uurvh inlcmc clck- 23 
trische Feldcr getrenni und bc!K;h]cunigl werden. Die durch 
dsL<j lokal absorbicrtc Licht crzcuglen I.cidungsirUgcr et-ho- 
hen die StromleiiJahipfccit in unerwiinschier Weisc und vcr- 
Ursachen Foloniijiiverschicbungen, die bcispieisweise die 
EinsaLxspannung von MOS-lVansistoren vcrardcm.In aller no 
Rcgei werdcn durch die verstarkendcn EigenschafLen der 
Transist-Qcen dicse unbeabsichtigten BtlichLungseffekte wei- 
l.e/ vcrsliirkt, so duU bcrvit:* gcrtnge LicUtitieii^eii die Fuiik- 
UonaLitaL driu^lisch be&influssen. Wenn kcin Gchauso ver- 
vi^endiit wird, niuB ei Passivieiung die Aufgabe dett lAcht- 
untBrdriickung Ubernchincn. 

flei ungehausLcn Chips, die einctii JjchLcinfall unterlie- 
gcn konnen, wird eine solchc Paissivicmng ubliciicrw&ise 
durch eine schwar2c Epoxybescbichturtg errtichU bci dcr 
die schwarze Farbimg durch eingebrachiert RuB reaJisicrt 40 
v^d. Dlewic Epoxybeschichiung wird ubDcherweisc in Trop- 
fenfonii aufgebracht. Einp soldw Epoxybeschichtun^ vveia 
jedoch eine Dickc auf, die bei extrem dilnncn Chips* wie. sie 
bei dcr Vferwcndung fiir elekuonischc Btikctten erforderlich 
isl, ntcht hinnelinibar ist, dH dadurch die Ge$aimdicke des 4S 
Chips unannehlLibar crhoht wird. 

Bei der Vcnvendung ais elekCrCHiisches Etikett in der 
Form eincr sogenannien WcgwerfcLektronik soil der Chip 
Zwisciien ?.wci Papier&n.od&r dvinnen Kun5l3Cof¥iiiateriaUeo 
tdngebettei bzw. einlami niert \voi:dcn . Die opdsche TVanspa- s*^ 
m\Z von wetfiem Papier elnes Gewichr<( von 80 Gramni/m^ 
niit einer Dicke von ca. 80 ixm iicgt crapirisch bei ca. 12%. 
Durch eine Ffirbung kann diese opdsche Tninsparenz uin 
mclir als eine OrpBenordnung gesenkl vrerden, wobei Jedoch 
auch dann cine Stc^ruRg nichL ausgeschlossen i.st. 55 

Bei dem Einsatz eines Chips in ^lektronischc Edkenen ist 
cine besonders flache Baufonn dcs Chips erforderHcb, uni 
nacb der Einbetlung bzw. Einlaniinierung dess^lben zwi- 
schen zwei Papicrc bzw. andere dunne, flexible Substrate, 
bcispielsweisc Polymerfolien, papicnechnische Vorgiinge, 60 
insbesondere das Bedrucken, nichl zu bceiatracliiigeo. Ab- 
decklacke aus Poiymcren mit optisch absorbiercndcn Full- 
stoffcn^ die Ubiichcrweise als lichtundurchlassigc Passivie- 
rungsschichi verwendei wcrdcn, konnen bei ^nem solciien 
Binsatz dcs Chips nicht vcrwcndct wcrdcn, da die opdsche 65 
Transmission dieser Abdecklacke 7:11 hoch ist, wcnn diinne 
Abdecklacksehichten in\ Bereicb von 1 pm verwendet wer- 
den. 
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Die Aufgabe dcr vorliegenden Erfindung bestchi darin, 
einen iJchulWngschip z\a schaiibn, dcr eine Lichtschutz- 
schicht atiL'wcistr di^ dnen uliia/lachen Aufbau des SchaU 
lAJngschips und soTnil den EinsatTi dessell^en \tt elftkWm- 
5cben Etikerten enuOgiicht. 

Dicse Aufgabe wird durch cinen Schaltungschip gem 36 
Anspruch 1 gclost. 

Eine weiterc Aufgabe dcr vorliegenden Ertindung bcsieht 
dajrin, ein TranspondemjocUil iiiir eineln Schatiuhgschip zu 
schaffen, das Irotz cincr ullraduoricn Ausbiidung desi^elbeo 
eine opliuiale Lichlabschiny\ung dcs Schaliungs chips er- 
mOglicht. 

Diese Aufgabi2 vwird durch ein Transpondcmiodul gemaB 
Anspruch lOgelOsi. 

Die vorlifcgiindc Erfindung schafFt einen Schaltungschip 
auH eincni halblcitcnden Substrat mi! einer \forderM;iic Und 
einer RUckseiie, wobei in der ^^rderseiie cine integrierte 
^chalLung dcfinicn isl., wobci auf dcr \foKicrscitccinc Licht- 
schulKsciiichI zumindest. ilher Eeretchen, in dcn^n akiivc 
Elenicnte der integricrten Schallun^t dcfinicrt sind^ vorgesc- 
hen ist, wobci die LichUichulzschieht aus McUili, c\ncu\ 
HaLblcibcrniaicriai, das einen geringeren Bandabstand als 
^Sil^7iuxn aufweisi, oder cineju hochlcjiLfahigen SiWud gebil- 
delist. 

Femer schaJfl^ die vurlicgwKb Erfindung cin TVanapon- 
dernnodut mil eincm Isolacionssubstrai^ cineni in da.<t T&olCLti- 
onssubsirai deran einge^gten Sch&hungsehip, daB eine 
Hauptobcrfiachc des SchallungSChips im wcscntlichen bun- 
dig nitL einer tlaupiobcrfllichc dcs Isoladonssubstcais iSl. 
und einer auf dieser Haupiobcrflache des Isolationssubstrais 
uDd dcr Hwuplobcrflache des Schaltungschips angeordnoten 
strukTurierlen MerAliisierung^ die cine A nienncneifiri Chiang 
dcflniert^ wobei die sLrulciurii^cU? M^^JUillisicruDg zumclektri- 
schen AnsdiJufi des Schallungschips zumindest to Berel- 
chcn, in dcncn aktive. Elemente der inLegriencn Schaltung 
definiert sind. vollstiindig Liber der erstcn Hauptobcrflach© 
dcs Schaltungschips fingcordnei isL, dcr^ doB dieselbc als 
Lichi^chutiischicht wirksani isL 

Bei bevorzugten AusfUllrUdgsbc-ispielen der vorliegenden 
Erfindung ist die Lichlschiitischricbl durch auf der Vorder- 
Scitc angcordnctc MeraliaiuschluftflSchen, die nir Kontaktic- 
cvng der inregrierten Scbaituog dienen und die Bsreiche, in 
denen die aktiveo Elejncnrc d<jr integrierten Schaltung defi- 
niert sind, voUsrfindig ubexdcckcn* gebildet, Fernet ist bei 
bevorziigten Ausfuhmngsbeispielen der vorliegenden Erfin- 
dung auch auf der RUckseile des Schaltungschips eine sol- 
che Lichtschutzschicht angeordnet Die Lichtschutxschichl 
kann auch iiichrlagig aufgebaut sein, WObei ZUinirtdiSSl 2wc?i 
Metallebenen koxnplemcntar angeordDet sind, derart, d^B 
(iber iui wesentlichen Jedezn Bereich der \brdcrs^lc dcs 
halfaleitenden SubsCrats ^iiniindest eine Merailage angeoird- 
net \&L Bei den bovoczugten Ausfuhmngsbei^pielea der vor- 
liegenden Erfindung wird dcr Lichtschute durch eine dUnne 
Metallschicht bewirlct, wobei eine soldie Metallschicht vor- 
zugswcise auf Vordeiv und Ruck-Seitfr des Schaltungschips 
vorgesehen isi. 

Das Absoiptionsverliaken von Stoffen wird durch den 
imaginSren 1^11 d.e& Brcchungsindexes derseU^en beschrie- 
ben. Die Eindringtiefe von sichtbarcm Licht in niederdotier^ 
tes Silizium iicgt im roLen Bereich (700 nm) des Spektrums 
bei gut 10 lAiti, im blauen Teil des Spektrums bei Bruchtcilen 
eines Mikrometers, Dicsc vergleichswcise hohe TVanspa- 
renz im roten Bereicli machl bei dunnen integrierten ScliaJl- 
tungen. die eine Dicke von 5 bis 10 }im aufwciscn, auch eine 
Abschattuog von dcrRUckscitc her crfbrdcrtich. 

Im bevorzugtesten Fall bcsitzt der erfiodungsgeniaGe 
Schaltungschip eine LichLabschinnungsschic4it aus MetalU 
da bcrcits schi diione Metalischichten die effeklivste Ab- 
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schiniiung Von Licht liefem. Die Lichi8chuizsctiicliL ftus 
Mclall kann cine zusUtzlidie FunktionalUai iibcmchmen. 
bei5pielsM/eise die einer clcktrischen Abschimiung^ di& 
Fiinktion als Atxrnfl.*(kc, heispiclsweise bei dcr C^hip-Vferein- 
leelung. odcr auch die Funkiioii ais etektnsdi oder insbcuson- 
deze raagnedsch leitende SchicliL In!}bC$ondcr& isl die Ver- 
wendung von MclaU als LichtschurzschichL vortcilhafU da 
bereils Mdailschiclilun <?itwr Dicke vqi:i wenigen 100 Dm 
eine ausreichcodc Uchtabschiniiung c»nTi6g!ichen. Die be- 
n^Ligtcn M^JlaUschichteo sind sonni cxtrciii dunn, wr> diiB 
nicht die optischis Eindringliefc von LichU sondern die Fer- 
tigungsiechnik ein begrenzej^der Faktor fiir die Dicke eines 
Schaliungschips isl. "Die Dicke dcr LichUwihutzschichl isl 
gegenuber dcr eigcnilichen Chipdickc zu vcmachlSssigen. 
"Wie obenbereiLs angespnocbcn wurde, kann die roetalUschc 
Lichtschutzscbtcht jt'erner Zusatzfunklioncrt alsohnedtes he- 
nOtigie KonLakte, ZusaLZfunkrionen als ohnedies bcnoiigte 
Elc^klrodci bcispiclswcisc; fur cincn T^<idckondcnsator odcr 
Zusaizfunkiicnen als Warikieleiischichi fur cine lalerale Tini- 
wan\iung erlXillon. 

Wcilcrbildungcn dcr vorliegendcn Erfindung sind in den 
abliiingigcn Anspruchcn dargelegl. 

Bevorzugte AusnihruTigsbeispiele der voriicgendeQ Br- 
findung werdcn oachfolgend beTugnehmend auf die beilie- 
gvndt^n Zdcbnungtiii naher criiiulcrt. Eb i^^i^cn; 

Fig. 1 etncs stcJi&m^iLisclie Querschniitansichl eincs crsien 
Ausfuhrun^sbeispieis cinn; tsrtirtdungS^jeniSBen Schaliiing- 
schips; 

Flj;^ 2 einC schtsinatisclw QueMrschnUtansichl eincs xwci- 
ten Ausllilmpogsbei spiel twines ernndun^saemaCbn Schal- 
liingschips; 

Fig- 3 cine schomatischc Quer!»:hm[UinsiclU eines drittcn 
AiisrtitvLinss:bui%;piel:i; eines erfindungsgcmiiBcn Sclialiun^^ 

Fljf. 4 eine scbematischc Querschpitlnnsicht, der die 'Vfer- 
wendung cines crfindungs^cEiiaBcn Scbaliiingschips in ei« 
ncm Tranispondermodiil zeigl; 

Fig. 5 schemaeisch ein Ausfiihrangsbeispicl cincs erfm- 
dungsgeiniiRcn TranspondemiodMl!?; imrt 

FiR, 6 cine schcmaiische Querschnitlansicbt eine^ erfin- 
dungsgeiuUOwTiaiispondtJ^^'koduLs, 

In dCT nachfolgendcn Bcschrdbung werdeo bevorziigto 
Ausf"Hhmngsb<?5ispie.le der erfindiingsgemsiGen SchaltCing- 
schips bcschricben, bci denen die Lichtschutwchicht jewcils 
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iniiegrierten SchaUutig definieit sind, abdecken, sq daf5 die^- 
gelbcn cine effckiivc LidilabschimHing annoglichOT, Als 
Mciallc kommen hiorbei aHo:*insbesondcrc jedoch dio im 
Rahmen dcr TC-Tfechnik ohnedics vcsrwendetcn Meralle Al, 
W uod Cu in Frage. Dant^bcn konncn auch Ni odcr UN 
vcrwcndcL werden, wobei aufgrund der magnetise hen lii- 
genscUaflen insbcsoridcre auch Nickel als fenoinagnctische. 
telativ koiTosionsbcslUndige tJchichl. verwendei. werden 
kann. Hancleii es fAch bei dciii Sili7.iuTiisubstrai2 um ein sehr 
dunnes Substrat, ini Bereich von 10 ^ui bzw. darunicr, ist 
vodeittif^fl, auch auf der Ruckiieite des Substrats 2 einc? 
Licht3chu(zschicht 9 vor:tusBhcn. Diese Lichtschutzschicht 
kaba ebenfalls auis Mciall» eineni HalblcarcmiateriaU das ci- 
nen gcringcrcn Bandskbsund ali Siliziunn aufwcist^ oder ei- 
nem hochleUfahigen Silizid gebildcl. scin. VorteilhafLcr- 
-weisc kann die UcUtschul^schiclU ganzl=lachig auf der 
RUcfcsejie des Subsirais 2 ausgebildeL scin. 

Obwohl dies in den Figwrcn nicht, dargcittcllt isL, kann 
iibcr die cigcndidi abschirmendi; Metal Ijicliichr. die; c^ine 
Dicke von wcnigurt lOO nin aufwcisl. noch eine odcr nieh- 
rcre ehcnfalls schr dunnc Schichtcn cines DiolekirikuTiis 
aufgebracht wcrdcn. Dicscn kann die Aiifgabe zufa]lcn, 
durcli cine dtatrtiklive TnLerferenZ (Lambd3/2-Inljerfcrenz) 
in Verbindung mil dcm reflektierendco Metall die Einkopp- 
25 lung von Lic-ht noch wirkungsvoLltsi' unLtsrdruckcn. 

Die in Fig. 1 gczeigten MelalLschichteii 6 dienen gteicb- 
xeilig aU Anschlueflacben fiir die indcni Subsitai2aebildc- 
icn inlcgfierien Sclialuingen* Dazu sind, in Fig, 1 nicht gft- 
zcigce. elektrisch Icilfahigo Verbindun^cn zwiscben den An- 
schluBflachen 6 und den inlegrieiten Schaltungen vorgesc- 
hcn. Soiml ist. gemaB dioKcm Ausltlhrungsbcispicl ein za- 
verMssiger LichUchutz rcalisiert, indcm die Meiallan- 
schlu&fl^licn 6 ab gtoBdSchlger clcktds;;lier Kont^kt aus- 
gebxldet sind. 

- lin Fig* 2 ist ein alternatives Austahrungsbcispic) dar^e- 
stellt, bci der die Lichtschutzschicht durch einc iiiuhrlagise 
Schichl gobildtsl isL Dabei sind in inner auf der Passivic- 
mngsschichl 4 aufgubrachrjcn Scliichl 10 aus Siliziumnilrid 
odcr Siliziunioxid ein met^scher Bereich odcr cine Melir- 
ialil von inetallischen Beicichen vorgesehen. "Dbcr diesein 
Schichtgebilde 10, 12 ist cine v^eitorc PassivierungsschicliL 
14 auB Stiiziumoxid bzw. Siliziumnitrid vorgcsclien- XJh^r 
dieser Schiclit 14 sind dann wiedenirn MetallschichK-ib- 
SChitiTte 16 vorgesehen. Die Metallbereichc 12 und 1<$ sind 
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aus Meiall besteht, Es ist jedoch oflTcnsichdich, daft eine 45 derari angeoidoet, daB in der scnkrechten Projeklion slc\$ 
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LichtschurzsdlichU die aus einemHatbleitemialcrial^das ei- 
nen geringercn Band-ibstand als Siliziuin aufweisL bzw. ci- 
nem hochldlfahigCn SiJizid gebildet ist, erfindungsgeniafl 
obcnfalls eingesetzt werden kann, wobci jedoch die Verwen- 
dung einer MetaUfichicht die meisten Vorteil© bictet. . 

Als HalbleitemiaieriaU das eincn gt;ringeren Tiandabstand 
als SiKzium aufweist. kann vQrteilhafi bcispielisweise Ger- 
maniLim cingcsetet wcrdcn, daa bcicits bet selir geringen 
Dicken Im Nan o mete rbereich Licht im sichlbaren Spektjrum 
ef&zient absorbicrL iielbiges gilt ilir bocbieitfahiges Sili2id. 

In Fig. 1 ist ein QuerschniU eines ers ten Ausriihrungsbei- 
spicls cincs crftndungsgcmaUcn iJchaltungschips daigestcUi. 
Der Schallungficlitp ist auf einem SiliziumsubsLral 2 gebil- 
det, wobei in der in Fig- 1 oberen Oberflache des LSubstraLs 2 
ifiiegrierte Schaltungen definiert sind. t)ber dieser Oberfla- 
che is: einc dOnne Passivierungsschtcht 4 vocgeseben, die 
den Chip vor cbeniischen EinfiCisscn und Peuchtigkeit 
schiitzt. Diese dtinne P^ssivierungsschicht kand vorieilliafr. 
aus SiliziuinniLrid b2w. Siliziunioxid bestehen. Auf dieser 
Pasaivicrungsschicbt 4 sind clckbischc Anschlu&fiSclicn 6 63 
vorgesehcn. Gem^ dcr vorliegenden Brfinduag sind diesc 
AnschluBBachen 6 nun dcrarL ausgebildet^ daB dieseLbe zu- 
mlndest sSnxtliche Bereiche, m denen aktive Elemente der 



miodestens einc Metallage zwischcn der oberen Oberfiachc 
der Srruktur und der OberflSche des ijiliziunisubslraU 2 zu 
licgen koniTnU Dies kann bcispielsweise durch cine komple- 
nientare Anordnung dcr MetaUbcrdchc 12 und 16 crrcachl 
werden. 

Die Slmkrnr, die in Fig- 2 getcigr ist, kann beispicl$weise 
realisien wcrdcn. indem die fur die Verdrah tuagsebcnc des 
Chips ohnehin verwendeten Metallbelage in d^bcschnebe- 
nen Fomi rcalisicrt werden. Somii kauD durch geeignete 
55 Ausgesxaltung von ohnedies verweudeten Metallbeiagen «sr- 
reicbi werden, daB von der Oberaciic des Chips her kcin 
Licht bis auf das SillTdum vordringt. Der latcralc Lichtcin- 
fall £piek demgegenilbcr c^ne unlergeordnote RoUe. Zum ci- 
nen sind aus fertigungsiechntschen (srQndea in der Nahe der 
M scitKchen RSoder des Chips, d. h. der Sa^^kanlcn, keine ak- 
tivcn Baueleraente angeoidncU uni Prcsbienic, die durch so- 
genannte SUplirtes oder Miczocracks entstehen, zu Vcnnei- 
den, Dieser Sicherlieitsabstawl isl in aller Kegel groBcr als 
die Eindnngti&fe des Licfats. Jedocb kann aucb bei Bedarf 
auch cine scitlichc tichtabschimiung durch AufbHngcH ei- 
ner entsprechenden Schutaachicht erfolgen. 

Das in Fig* 3 dargestellie AusfQhrungsbeispiel ist iden- 
tiscb zv dem in Fig. 2 daigestellten, mit dcr Ausnabme, dafi 
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dasselbe einc LichLschutzschicht 8 auf der Riickseite des Si- 
liziuinsubstms 2 aufweist. 

Wie btsreits ed^utcrU kann die ineLaUische Lichtschulz- 
schichL v/etrere Funktionen erftillen, beispielswcisc als 
Grenzflacbenkonlakl zum AnschluB einer peripberen Be- 5 
schakung. Femer konncn geeignet angeondnetc Lichtschulz- 
sdiidlleu al3 Elektroden eines Kondcnsators dienen, bei- 
spieiswcisc eine?; LaciokOndcnsalora fiir den BeUieh eines 
Transponders cdcr einer anderen Ladungspunipt;, bcispicls- 
weise flir cincn EEPROM-Sptjichcn Bin solchcr Kdndcosa- lo 
tur kann durcli das Zwischenfiigen cineR DieleklHkunw gc- 
ringer Dicke oder hoher Dieicklrizitaiskoostamt realisieil 
werden» Es ist somit ni(3giich, eine Kapazitai zu realisiereji, 
wie sie insbesondcrc bci HDX-Veifahren (Iialf-I>upkx-Vcr- 
f ahreo) bei IVanspondcm als Energicspeicher benougi wird. 15 
Zu diescm Zweck kann bcispidsweise Aluminium oder 
Tanial raioels cines Dhlichen Anodisierprozcsscs raitcincin 
Diclcktrikum hohcrDtclckfrizihatskonstantc ubcrzog.cn wcr- 
dcn. 

tJberdics voTteilhafi an der Ausbilduag der Lichischutz- 20 
schichi als MecailschichL kann die eleUuische Ab^cbiniiunK 
bzw. dcr Potentialausglcich sein^ dei* sich durdi citic clck- 
Idsch gut delinierte Ch]p-0berll3chc eigibL Dies giU /.urn 
cinen fUr Hochfrequenzanwcndungcn und zum anderen fiir 
ELVefcie in Zusaiiiinenhang mil elekLrivchen Pot«atialvn. bci- 25 
spicLsweise auf^nrnd ciner Felddiffusion, cincr Elpklromi- 
gration odt^c einer Kortosiori, bci cincm direkien Kontakl 
des Qiiptrifi^ers mil dej« Chip, wcnn der Oiipirager bei- 
spieiswdse aus Papier, das CheniikaUen entii^Ui, besivtiL. dwt 
ednc Feuchtlgkeit aufiiehnien kann. 3o 

Ffe- 4 zcigi schoxnalisch die Verwendung eines erfin- 
dungsgcmaBen Scfaallungschips, der vorzugsweise cine 
Dicke von wcniger als 10 aufwcisU in cinem Transpott- 
deriiicxlul, Der Chip 20 isi dflbei in ein Isolationssubstrtil 22 
eingelassen. Auf dcr Oberflaclie des IsoLationsr^MbKtral^ ist 35 
esine struktuHertC Mcjtaliisienjng voKgeseliert. die als An- 
tenne di&nt. Zur Kontaktierung der Anschlu3flachen 6 des 
Chips 20 ist ein EingangsanschluCendc 26 dcr sLrukturierten 
Metailisienjng 24 uber eine ieitfahige Struktur 2» mil einer 
AnschluBflache verbunden, Wahrend cin Ausgangsanschlu- 40 
Bcndc 30 dec slrukturieiien Meullisiwung 24 ubcr cine Icil- 
faiiige tTbcrbruckung 32 mil dor anderen AnschluBfllicUe 
des Chips 20 v^rbunden isi. Der Chip 20 enrspricht im we- 
scntUchen deni in Fig, 1 dargestellLCa Ausfuhrungsbeispiel. 

Bezugnehmend auf die Fig, 5a) bis 5c) wild nachfolgcnd 45 
ein Ausfuhrungsbeispiel eine^ erfindtltig3gcm5Jk:n TYans- 
pondenuodub nalier erlUutoiL Wic am besten in der Drauf- 
sicht von Fig, 5a) zu sehen ist, isi auf einem SiUTlumsubstrat 
cine strukturicrte Metalli$ierung.42 angcordnct» die als 
spiralPbrKiigc Spule ausgebildet ist, uui eine Artennenein- SO 
rtchtung scu'definicren. Wie am besten in den Pig. 5b) und 
5c) Zu sehen ist, ist in einer Ausnehttiung des Isolationssub- 
strats 40 cin Schaltungschip 44 derart angeordneu da6 die 
obere OberHache des Schaltungschips 44 bundig mil der 
obcren OberflSchc de? Isolationssubstrats 40 isL Um ein 55 
ni(^gUch5i dUnnes Traaspondcrmodul zu realisieren, kann 
fcraer die untcro Obcrflflche des Schaltungschips 44 bundig 
niit der unteren OberHache de$ Isolationssubstrats 40 sein. 

m den Fig. 5b) und 5c) zu sehen ist^ ist in der oberen 
Oberflfiehc des Schaltungschips 44 eine AnschluBflSdie 46 6s> 
dednien. Ein Bemlch 48 der strukturierten Metallisicning 
42 ist derart Ubcr dem Schaltungschip 44 ausgebildet, daS er 
im wesentlicheQ vollstaDdig Uber der Obeiflache des Schal- 
tungschips angeordnet ist. Obwohi bei dem dai;gesiellten 
Ausfuhrungsbeispiel dcr Bcrolch 48 dcr strvkluiiortcn 65 
talbsierung 42 im wesentlichen vcUstHndig uber der Ober- 
flfitfhe des iJchallungschips angeordnel ist, ist es ausrei- 
chend, wenn dieser Bereich ^umindest in den Bereichei], in 



denen aktive Blemenre der iniegrieiten Schaltung definien 
siDd» angeordnel ist, so daB die MetalLisiening zumindcst in 
diesen Beieichen aktiver Eientenle alsLichUschutz wSrksam 
1st. 

Bei dcin in Fig. 5b) dargestellten Ausfuhrungsbeispiel isi 
zwischen der Oberftache des Sichaltungschips 44 und der 
Metallisierung 4& einc Schichi 50 angeordnet, die sowohl 
als Passivierungsschicht aJs auch als Iso[ationsschich( dic- 
ncn kann. In dem Vail, in detli kcinc Ijiolation der MclaUisie- 
rung 4$ voo dcni i>y bstrat 44 noiwcndig ist, da die Qbertlfi- 
chcnbereiche des Substmts beispidswcisc nicht icitfahig 
sind, ist eine sglche Schicht 50 nichl Crrfordcrlich^ wi& in Fig- 
5c) dargestcUt isu 

F5g, 6 zeigi eine voUsiandige Querschnittansichl des er- 
finduagsgeniiiUen Transpondermcxiuls^ bei dem der Chip 44 
in das Isolaiionssubslrai 40 eingebettet isL Auf die Oberfta- 
che des SubStratS 40 i^r die Antennenmetallisiening 42 auf- 
<;iibrachU wobci anzAimcrkcn ist, dnB die An^ohl dor Win- 
dungen der Spule ledi^lich beispielhafi ist, wobei in Fig- 5a) 
lediglich aufgrutid einur Vtreinfachung der DarsLcUung nur 
zwci Windungen gezeigt sind. Pemer ist in Ffe. 6 dcr die 
Oberflache des JJchaltungschips 44 im wcscnLlichcn uber- 
lappende Mctallisicrungsbercich 4SdargestelU. Ferner zeigt 
Fig, 6 einC SCrukliiricrlc oder ganzfiachige IWetallisierungS- 
£;chichL 60 auf der RUck.seiit; des IsolatiunssubsiraLs 40 und 
dea Schaltungschips 44. die sowohl zur elektrisch leirfahi- 
gen Vefbindung d«> Ausgangsanschluflendes 62 di;r st.tukU4- 
rierten MeLallisicrung 42 uber eine Durchkonraktterani; 64 
init dem Schaliungschip 44 als auch aLs LichischutiS dicnL 

Die \fejrwendung der Melallisicrungsfiichictit als Lichi- 
sc:hut2 cmidglichl somit die Eizeugung uLtr&fiacher Trans- 
pondermodule, da die Melallisierung bereiU bci sehr gerin- 
gen Dickeu cincn cfFcktiven Lichtscf^utji; en;iOgliebt. vjornir 
kQunen ein nut einem ertindungsgentiii^eR Schaltungschip 
aufgebautes TVansponderinodul. bzw. ein "nanspondemio* 
dul gemaO der vorliegendcn Ertindung, vorldlhaft vcrwen^ 
det. werdeo, utn cin clefctronisches Etikett zu ferttfien. losbe- 
sondere tst einc weitgchcnd autornati,sierte und eMreni 
preiswerte Fcrligung ohne weiteres iii5glich. so daB sich das 
crflndungsgcmaiie Tk-ansponderruodul als Wcgwerfclckiro- 
nik ejgiiet. Obcrdics i&i, wenn das crfindungsgeni^e Trans- 
ponder mod ul zwischen zwei Papierschichten bzw. zwci 
diinne Polyrnerfolicn eingcfTigi isl^ durch die geringe Dicke 
desselben, gcwahrlcisret da6 das gebildete elekuonischc 
Etikett ohne weiteres bednickt wenien kann. TVpische Ge- 
sanitdieUen fUr das crfindungsgemaBe IVanspondernLOdul 
konncn Zwischen 5 und 30 p.n\ liegen. 

Dcr Schaltungschip gemaB der vorlicgcndcn Erfindung 
weist ein halb.Iciicodcs Substrat aus, das vorzugsweisc aws 
nionokristaUinem oder polykristalUnem Siliziuin bestehL 
Jedoch kann da^ halbWrcnde Substrar auch durch aridere 
Halbieiter bzw. VcrbiadungshalbleiLer, z. B. Oalliutnarse- 
nid, gebildet sein, Ferner kann das halbleilcndc Substrai 
durch halbleitendePolymcc© realisien sein, 

FatentansprUcfae 

1. Schaitupgscfaip aus einem halbleiienden Suh&trai 
(2) itiit einer Vordersette urid einer RUcksciic, wobci in 
der \brderselte eine integricrtc Schaltung definien ist, 
wobei auf der Vorderaeice einc Lichischutzschicht (6: 
12. Itf) zujiiindcst uber Bereichen, in denen akti vc Elc- 
mente der integrierten Schaltung definiert sind, votgc- 
sehen ist, wobei die Licbtschuizschicht (6; 12, 16) aus 
Mctall^ cincm Hdlbldtcnnatcrial, das dncn gcdngcrcn 
BandabsT^nd als Silizium aufweist, oder eipem hoch- 
ieiU^higen ^ilizid gebildet ist. 

2. Schaltungschip nach Anspruch 1, bei dem die Licht- 
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?cbut25ChichL durch auf <Jer Vbrdeweite angeorcinsrie 
MelallaniichluOilSchen (6i 16)9 die zur Konlaklicrung 
der tntftgni^Ttisn Schsliuns dicnen und die die Bercicho, 
in ricnen die aktiven KlcfHcnie do^r i ntegriiirien Schal- 
Uinfi definicrl sind. votlstaodig ubcrdeckcn, gcbildcl 5 
i&l. 

3. Schaltimgschip nach Ansprudi I odcr % bci dcrn 
tfic Lichtschul tocliichl zuinindest zwei durch cine Iso- 
ladons-schichi (14) getrenniu Mclallebuncn (12. 16) 
aufwciat, wobci Motailbcreichein den zuintndest zwci 10 
Met^illebeiieti kompleii^niar angeordncl sind, derarU 
da0 Uber iiii wcsciK lichtMt Jedeni Bereich dei- Vorder- 
scite des halbleiL&rKlcn ±>iibstnil5 (2) zurfriDdest einc! 
Meiallage apgeordnei isL 

4. Sch*iUungschip nach eineni der Anspruchc \ bis 3* 13 
bei dem auf der RLlckseil;e des halbleiLenden SubsUals 
(2) einc Lichtschufzschichl («) aus McEalL eineni Hal b- 
IciriirmatcriaU da.^ cincn gcringcrcn Bandabsland als 
Siliziuni aufweisu oder einem hQchWiirahigcti SilW'id 
gehildci isl. ^ ^ 

5. Schaltungschip nach cinciii der An:^ptilch& 1 bis 4, 
bei dem die Lichtschuizschichi (6; 12, 16) auf dcr Vor- 
derseiie und/odcr die I.khl5chut7^cliichl (8) auf der 
l^Ucfcseilc aus AU W, Cu> Ti, Ni Oder TiN Oder Verbin- 
dungcn derselben boslehen. 25 

6. Sdiallungschip nach einciii der Ansptuche J bis 4, 
bei dem die LichlschuiSwtbioht (6; 12, 16) auf der Vor- 
dei^dlc und/odcr die Lich1sChUlH!:i:cbichl (X) auf der 
Ruck:icite aus Ocnnamuin bcslchcn. 

7. Schah ungschip nadi Anspruch 1, bei dem die Lichl- :W 
schulz&chichL glcichzisiiig als Kondensaloreiektrode 
dienl. 

,. S. SclialtjQngiichii? HHOh elneiii der Au^tpjrucUc 1 bis 7 
zur Verwendun^ in ci'h<±iu elektrontschen EUkett. wo- 
bcsi das halbleitenden Subslrat «?inp rHckc von w^nigfer :« • 
als 50 aufweisL 

9. SdisiUungschip nach eineni der Anspruchc 1 bis S» 
bei deiiri die Lichtschulzschidit aus MeUiU bcsichi, daa 
mil cincr oder niehrcrcn iichichtcn cincsBicI&kUikums 
vcreehen isl, derarr, dalj die eiekLrisd^c Schivht Oder 4*) 
die Mehnsahl von vildckli isidieft Schidiieii in Verbin- 
dung mit dem renc=kl icrpndiitii Meuill elfie destruktive 
Inlerfcrenz bewirlcen. 

!0. TVanspondermodu] besrehend aus einem Isolaii- 
onssubstrai (40), cincn in das IsoLationssubstral (40) 45 
deriirt cingeftigten Schaliungschip (44), daB eine erste 
Hauptobtrtlachc det» Schakun^schips (44) im wesentli- 
cben bondig mil dncr ersien Hauptoberfiache des Iso 
lalionssubsiravs (40) ist, UOd einer auf der ersten HaupL- 
obcrflache des Isolationssubslral (40) und der ersten SO 
HanpiobeTflJkibe des Schaltungsdiips angeordneten 
Metallisicrung (42, 4»)» die eine Antanneneinrictitung 
definiert, wobei die strukturierte Metallisierung (42, 
48) zuTD elektri.^^hen AnscbluB des Scbaltungschips 
zumindest in Oereichen, in denen akiivc Elemente der 55 
iniegrierten ^cbaiiung dcfinicit sind, voUst^Ddig Uber 
der ersten Huuptgberfladie des Schaltungscbips angc- 
ordneL \sl, derart, daB dieselbe aLs LichbschutSschicht 
wirksam isL 

11, Transpondermodul nach Anspruch 10, bei dem fer- €C 
ncr eine Metalli^tBningsachichl <fiO) auf der der crslen 
Hauptobcrflachc des Schaltungschips (44) gegeniiber- 
Uegendcn zwciicn OberflSche desselben vor^esehen 
isu 

12. IVansp^nderruOdul nadi Anspruch 10, bcl dem die 05 
zweile HauptobCiflache des Sehaliungschips (44) im 
wesentlichcn biindig nm einer zweiten HaupioberHa- 
che des Isolarionssubstrals (40), c^e der erslcm Haupt- 



obcrfiache desselben gcgenUberliegi* \su wchci einc 
Mei'aUisierutigsschicht (60) .ijbcr dtsr zwcilen Haupi- 
oberfiache dps iJohaitungsditps (44) und der zweiicn 
HaupiobcrFladic de.s fsolMiion.wuhstraLs angeorrincl isL 
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